
Рассмотрим отдельные составляю�

щие элементы кольца ИФАП (рис. 1) –

их назначение в кольце, технические

характеристики и описание парамет�

ров. Под техническими характеристи�

ками будем понимать свойства входя�

щих блоков (узлов) вне их связи с

кольцом ФАП. Под параметрами будем

понимать свойства входящих узлов

как элементов структуры кольца ФАП.

ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ

ГЕНЕРАТОР ПГ
Перестраиваемый автогенератор

(ПГ или ГУН) – один из основных эле�

ментов кольца. ПГ в кольце ФАП –

следует рассматривать как преобра�

зователь отклонений частоты в от�

клонения фазы [1, 2]. Но поскольку

отклонение фазы – это интеграл от

отклонения частоты, ПГ в кольце ФАП

является интегратором с коэффици�

ентом передачи KV/s ≡ KV/(jω). В тер�

минах и обозначениях частотного

анализа (ЛАХ) коэффициент переда�

чи ПГ как элемента кольца ИФАП бу�

дет иметь вид, показанный на рис. 2.

По оси абсцисс отложены значения

частоты отстройки Ω от несущего ко�

лебания ПГ. Нормировка может быть

разной – к 1 Гц, к частоте среза коль�

ца Ωср или к любой другой частоте.

Фазовый набег интегратора постоя�

нен и равен –π/2 или –90°.
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Рассмотрены составляющие элементы синтезаторной системы

фазовой автоподстройки – перестраиваемые генераторы

(генераторы управляемые напряжением ГУН) и петлевые фильтры.

Рассмотрены основные характеристики ГУН  и приведены

принципиальные электрические схемы некоторых из них.

Показана роль петлевого фильтра нижних частот на основе типовых

RC%звеньев. С помощью асисмптотических логарифмических

амплитудно%частотных и фазо%частотных характеристик (ЛАХ)

проиллюстрированы их параметры.

Частотный метод анализа
синтезаторной системы
импульсно�фазовой
автоподстройки частоты. 
Часть 2. Элементы системы ФАП
Юрий Никитин (Санкт�Петербург)

Управляющая характеристика ПГ,

как правило, нелинейна и даже не

всегда монотонна (рис. 3), а её крутиз�

на KV непостоянна. Однако в малых

окрестностях каждой рабочей точки

её можно заменить касательной, т.е.

линеаризировать. Произведение

ΔEупрKV = ωV, (1)

где ωV – полоса удержания (полоса пе�

рестройки ПГ); ΔEупр – размах управ�

ляющего напряжения на входе ПГ.

На рис. 4 и 5 приведены структур�

ные и принципиальные электри�

ческие схемы LC ПГ – ГУН, реализо�

ванных по наиболее распростра�

нённым схемам – емкостной (сле�

ва) и индуктивной (справа) трёх�

точки.

На рис. 6 приведены принципиаль�

ная электрическая схема ГУН с октав�

ным перекрытием по частоте 1.. .2 ГГц,

управляющая и выходная характе�

ристики [3].

На рис. 7 приведены принципиаль�

ная электрическая схема СВЧ ГУН на

дифференциальном каскаде [3].

Чистота спектральной линии генера�

тора зависит от мощности, подводимой

к колебательной системе, точнее, от со�

отношения подводимой мощности и

шумового порога. Ясно, что чем выше

уровень мощности генерируемого ко�

лебания, тем при прочих равных усло�

виях выше отношение сигнал/шум

схемы. Действительно, при относи�

тельном постоянстве тепловых шумов

пассивных элементов увеличение аб�

солютного уровня полезного сигнала

увеличивает это отношение. Достичь

необходимого результата можно либо

увеличением добротности фиксирую�

щего элемента – контура или резонато�

ра, либо увеличением тока, протекаю�

щего через активный прибор, либо

комбинацией указанных мер.
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Рис. 1. Синтезаторное кольцо

импульсно�фазовой автоподстройки частоты

(ИФАП)

R
load

C1

C2

L1
R

load
C

L1

L2

Рис. 4. Обобщённая схема ПГ: ёмкостная

трёхточка (схема Колпитца) – слева и

индуктивная трёхточка (схема Хартли) – справаРис. 3. Управляющая характеристика ПГ 

Рис. 2. Логарифмическая АЧХ ПГ

как элемента кольца ФАП



Современные и перспективные ви�

ды модуляции требуют увеличения

разрешающей способности аппарату�

ры по амплитуде, частоте и времени.

Поэтому чем спектральная линия уже,

тем более «продвинутые» виды моду�

ляции и способы обработки сигнала

можно использовать. Узкая спектраль�

ная линия генератора соответствует

высокой долговременной стабиль�

ности генерируемого колебания.

Такая линия характерна для водород�

ных, цезиевых, рубидиевых и высоко�

добротных кварцевых генераторов;

относительная нестабильность коле�

баний указанных генераторов дости�

гает соответственно единиц двенадца�

того – девятого знака. Выходная часто�

та этих генераторов составляет ряд

стандартных значений от 5 до 100 МГц.

Более широкая спектральная ли�

ния характерна для ПАВ�генерато�

На рис. 8 приведена принципиаль�

ная электрическая схема ГУН на кера�

мическом резонаторе и распределение

его фазовых шумов при отстройках от

несущей 100 Гц…100 МГц. Внешний вид

печатной платы приведён в дополни�

тельных материалах на сайте журнала.

У опорных кварцевых генераторов

(ОКГ) высокая долговременная ста�

бильность частоты, но относительно

большой уровень шумов в «дальней»

зоне отстроек. Основное требование к

ОКГ – обеспечение высокой долговре�

менной стабильности частоты. Для

этого уменьшают мощность, рассеива�

емую на «фиксирующем» элементе ге�

нератора – кварцевом кристалле. Это

приводит к относительно низкой

кратковременной стабильности (по�

вышенному уровню ВЧ�шумов) и, как

следствие, – к высокому шумовому

пьедесталу [4 – 7]. У перестраиваемых

кварцевых генераторов (КГ) очень ма�

лый диапазон перестройки по частоте.

Спектральную линию автогенера�

тора условно можно разделить на

пьедестал и крылья (рис. 9) [1].

Крылья спектральной линии будут

спадать до тех пор, пока не достигнут

уровня тепловых шумов. Можно за�

писать [2], что минимальная мощ�

ность тепловых шумов (шумов Найк�

виста) на выходе усилителя или гене�

ратора при комнатной температуре 

Pш макс [дБм] = –174 + 10lgΔF + NF, где ΔF –

ширина полосы частот в Гц; NF – ко�

эффициент шума активного прибора.
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Рис. 5. Пример реализации ГУН на частоту 7,0 – 7,2 МГц (слева) и на частоту 5,0 – 5,1 МГц (справа)
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Рис. 7. Пример реализации широкополосного дифференциального СВЧ ГУН

Рис. 8. Принципиальная схема 1 ГГц ГУН на керамическом резонаторе (CRO) и распределение фазовых шумов на его выходе

Рис. 6. Пример реализации ГУН по схеме Колпитца с октавным перекрытием по частоте
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ров, зато диапазон их перестройки

можно сделать более широким, чем у

КГ (до 3…5%); относительная неста�

бильность ПАВ�генераторов достига�

ет единиц пятого знака. В настоящее

время диапазон применения ПАВ�ге�

нераторов достигает 70 МГц…2,5 ГГц.

У генераторов на диэлектрических

резонаторах (ДР), например на кера�

мике, относительная нестабильность

колебаний достигает единиц шесто�

го знака, а на лейкосапфире – двенад�

цатого (!) знака; использовать их

можно в диапазоне от сотен мегагерц

до 30 и более гигагерц, – и сверху и

снизу ограничивающим параметром

являются размеры резонатора и точ�

ность его обработки [8].

Значительно более широкая спект�

ральная линия у LC�генераторов. Её

характеризует относительно низкая

долговременная стабильность – еди�

ницы третьего�четвёртого знака (из�

за относительно низкой конструк�

тивной добротности фиксирующего

элемента – LC�контура), но высокая

кратковременная стабильность (из�

за относительно большой мощности,

подводимой к фиксирующему эле�

менту) и, как следствие – быстрое

спадание «крыльев» – асимптотичес�

ки до уровня тепловых шумов. Кста�

ти, у КГ часто наблюдается «пьедес�

тал», в то время как у LC�генераторов

он может отсутствовать. И диапазон

возможной перестройки частоты у

LC�генераторов шире, чем у ПАВ и КГ

(обычно 10. . .20% [9, 10], но может

быть и более октавы [11, 12]). Диапа�

зон применения таких генераторов –

от сотен килогерц до сотен мегагерц.

В высокочастотной части диапазона

LC�контур заменяют резонатором на

микрополосковой линии.

Наконец, RC�генераторы можно пе�

рестраивать в наиболее широком

диапазоне частот (от микрогерц до

десятков мегагерц), но они обеспечи�

вают при этом наихудшую стабиль�

ность и наибольший уровень шума.

Стабильность параметров у таких ге�

нераторов определяют качество вре�

мязадающих R� и C�элементов и ста�

бильность тока перезаряда формиру�

ющей RC�цепочки.

В качестве иллюстрации в табл. 1

приведены уровни фазовых шумов на

выходе опорного кварцевого генера�

тора ГК54�ТС (ОКГ) на частоте 

10 МГц; те же шумы, пересчитанные на

частоту 2000 МГц, и фазовые шумы LC

ГУН ROS�2150VW [11]. Анализ приве�

дённых данных показывает, что точка

F1 на рис. 9 у ОКГ расположена в окре�

стностях частоты отстройки 20 Гц, а

точка F2 – в районе частоты отстрой�

ки 1...2 кГц. У LC ГУН точка F1 располо�

жена в районе частоты отстройки 

1...2 кГц, а точка F2 – при отстройках

более 2.. .5 МГц. У разных типов гене�

раторов частоты F1 и F2 могут значи�

тельно отличаться от приведённых.

Отметим, что границы между НЧ� и

ВЧ�областями отстройки от несущего

колебания (частоты F1 и F2 на рис. 9)

достаточно условны и зависят от ти�

па активного прибора, вида фиксиру�

ющей цепи и области применения ге�

нераторов; частота F3 – ширина по�

лосы частот буферного усилителя

(если он имеется) по уровню поло�

винной мощности (–3 дБ) [13].

Кольцо ФАП позволяет трансфор�

мировать спектральные характерис�

тики разных источников в одну – син�

тетическую (рис. 10). В области малых

отстроек сформированная спектраль�

ная линия в случае идеальной реали�

зации повторяет форму узкой линии

ОКГ – разумеется, с учётом умножения

его частоты в N раз, а в области отстро�

ек, больших частоты среза кольца

ФАП, – повторяет спектральную ли�

нию ГУН. Частотные методы расчёта

колец ФАП позволяют достаточно

наглядно и точно осуществлять «пер�

вое приближение» в расчёте фильтру�

ющих свойств системы и в определе�

нии формы спектральной линии

синхронизированного кольцом ПГ.

В соответствии с табл. 1 частоту

среза Fср кольца ФАП на рис. 10 целе�

сообразно выбирать в районе 40 кГц,

т.е. в той области отстроек, где кри�

вые распределения фазовых шумов

ОКГ и ГУН пересекаются. Разумеется,

приведённая рекомендация справед�

лива для конкретной пары генерато�

ров и конкретных диапазонов частот.

Выражение, характеризующее

формирование выходной частоты на

выходе ГУН с помощью микросхемы
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Рис. 9. Аппроксимация спектра фазовых

шумов ПГ

Рис. 10. Спектральная линия на выходе ПГ

в петле ФАП (А) и исходные спектры ПГ (Б)

и ОКГ (В)

Рис. 11. Структурная схема кольца ИФАП

(АФАП) с амплитудной компенсацией помех

дробности 

Рис. 12. Обеспечение запаса по фазе

и амплитуде в кольце ФАП

Таблица 1. Уровни фазовых шумов на выходе опорного кварцевого генератора ГК54�ТС (ОКГ)

на частотах 10 и 2000 МГц и фазовые шумы LC ГУН ROS�2150VW 

Отстройка от несущей 1 Гц 10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц

Уровень фазовых шумов ОКГ 10 МГц, дБ/Гц –95 125 –140 –150 –155 –155 –155

Шумы ОКГ, пересчитанные на частоту 2 ГГц, дБ/Гц –49 –79 –94 –104 –109 –109 –109

Шумы СВЧ–ГУН в диапазоне 0,9...2,1 ГГц, дБ/Гц – – – –70 –96 –118 –138

Рис. 13. Асимптотическая ЛАХ и ФЧХ

изодромного звена 



синтезатора с прескалером (двухмо�

дульным предделителем), имеет вид:

(2)

где F0 – выходная частота VCO (ГУН); P
– модуль прескалера; B – коэффициент

деления счётчика В; A – коэффициент

деления счётчика A, 0 ≤ A < В; Fоп – вход�

ная опорная частота; R – коэффициент

деления опорного делителя счётчика R.

Для минимизации уровня привно�

симых делителем частоты шумов не�

обходимо минимизировать число ло�

гических элементов, через которые

проходит сигнал со входа счётчика

до его выхода – до одного [13].

Введение делителя частоты N
в цепь обратной связи повышает

инерционность кольца ФАП.

Действительно, если в кольце ИФАП с

единичной обратной связью (N = 1)

сигнал ошибки вырабатывается де�

тектором за каждый период сравне�

ния, то в кольце с делением частоты

ГУН сигнал ошибки формируется ре�

же в N раз. Инерционность может

быть снижена введением дополни�

тельного усиления, которое будет час�

тично компенсировать влияние N, но

есть и другой путь. В синтезаторах

частот можно использовать не только

целочисленные ДПКД типа Integer�N,

но и делители с дробно�переменным

коэффициентом деления (ДДПКД)

типа Fractional�N, но ограничения на

минимальный коэффициент деления

N в таком случае ещё более жёсткие.

Значения целой части N для делите�

лей Fractional�N всегда меньше (напри�

мер, N = 61,25 вместо 6125 для Integer�

N) при соответственно меньшем (в те

же 100 раз) времени неуправляемой

работы ПГ и, при прочих равных,

инерционности кольца. Если же часто�

ту среза кольца оставить без измене�

ний, то инерционность кольца изме�

нится незначительно. Так будет в слу�

чае сохранения шага сетки при замене

ДПКД на ДДПКД. Зато фазовые шумы

ПГ будут меньше вследствие более час�

того появления сигнала ошибки (в те

же 100 раз). Однако при введении

дробности в кольцо ИФАП усложняют�

ся условия фильтрации сигнала ЧФД, и

частотная характеристика кольца мо�

жет потребовать коррекции (обуже�

ния) для сохранения устойчивости,

требуемого уровня ПСС и обеспечения

приемлемой колебательности пере�

ходного процесса при смене частот.

При использовании ДДПКД шаг

сетки синтезируемых частот всегда

меньше частоты сравнения. Это удоб�

но, а зачастую и необходимо в случае

мелкого шага сетки при высокой вы�

ходной частоте, т.е. при больших

значениях N коэффициента деления

ДДПКД. В большинстве таких синте�

заторов максимальное значение
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Таблица 2. ЛАХ типовых RC�звеньев 

Тип звена петлевого фильтра Формула для K(s)ФНЧ и ψФНЧ Частоты излома характеристики

Изодромное
W = (1 + τs)/s

ψ = –90° + arctg(ωτ)
ΩИЗ = 1/τ

Интегрирующее (апериодическое)
W = 1/(1 + sT)

ψ = –arctg(ωT)

T = RC
Ωиз = 1/T

Пропорционально�интегрирующее (ПИФ)
W = (τs + 1)/(Ts + 1)

ψ = –arctg(ωT) + arctg(ωτ)

τ = R2C;

T = (R1 + R2)C
Ωиз1 = 1/T
Ωиз2 = 1/τ

р
ек

л
ам

а



дробности может быть установлено

в пределах от 1/8…1/32 до

7/8…31/32 [14 – 17], но может быть и

(1…4094)/4095, как, например, в син�

тезаторе ADF4153/ADF4154 [18].

Так, при синтезе сетки с шагом 

200 кГц в диапазоне частот 1800 МГц

(стандарт GSM) время неуправляемой

работы ГУН составляет 5 мкс. За такое

время параметры ГУН под воздействи�

ем дестабилизирующих факторов

могут измениться настолько, что о

стабильности выходной частоты и,

соответственно, о качестве выходного

сигнала можно будет говорить с боль�

шой натяжкой. В результате могут воз�

никнуть проблемы формирования и

обработки информационных пото�

ков, не все современные виды модуля�

ции можно будет использовать. Ис�

пользование дробного делителя в

тракте приведения с коэффициентом

дробности 32 позволяет увеличить

частоту сравнения в кольце в 32 раза –

до 6,4 МГц при том же шаге сетки 200

кГц; время неуправляемой работы

уменьшится до 156,25 нс, и требова�

ния к качеству примененного ГУН

можно ослабить. Сходные проблемы

возникают, например, и в диапазоне

430 МГц, в котором может потребо�

ваться шаг сетки 1,25 кГц (время неу�

правляемой работы ГУН 800 мкс). Ис�

пользование ДДПКД с коэффициен�

том дробности 100 позволяет снизить

это ограничение до 8 мкс и менее.

Тем не менее, следует иметь в виду,

что итоговую полосу кольца опреде�

лит петлевой ФНЧ, требования к ко�

торому будут зависеть в том числе и

от желаемого уровня ДПСС в спектре

выходного колебания.

Разумеется, использование дроб�

ности может потребовать не только

функциональной (алгоритмической)

компенсации помех, но и, например,

амплитудной (рис. 11). Способы токо�

вой амплитудной компенсации широ�

ко используют в синтезаторах серии

TRF**** фирмы Texas Instrument [15], в

«платиновой» серии LMX**** фирмы

National Semiconductor [14] и в синте�

заторах серии SA**** фирмы Philips [16].

ПЕТЛЕВОЙ ФИЛЬТР НИЖНИХ

чАСТОТ

Основной задачей петлевого ФНЧ

является дополнительная фильтрация

помех с частотами, кратными частоте

сравнения (при ДПКД, Integer�N�дели�

теле) или кратными частоте шага сет�

ки (ДДПКД, fractional�N�делителе).

Кроме того, важной функцией петле�

вого фильтра является обеспечение

требуемой АЧХ кольца и его безуслов�

ной устойчивости (рис. 12) [2, 13].

Кроме того, петлевой фильтр коль�

ца должен:

● «мягко» сопрячь спектральные ха�

рактеристики опорного и перест�

раиваемого генераторов;

● уменьшить на необходимую вели�

чину, «дофильтровать» ДПСС, крат�

ные шагу сетки кольца, которые не

были достаточно отфильтрованы

тандемом «ЧФД + изодром»;

● создать достаточный запас по фазе

на частоте среза кольца во всём ди�

апазоне перестроек и эксплуатаци�

онных воздействий.

При этом, кстати, надо помнить и о

том, что по управляющему входу лю�

бой ПГ обладает и конечной шириной

полосы пропускания, и определён�

ным импедансом. Эти параметры так�

же надо учитывать при проектирова�

нии петлевого фильтра кольца ФАП.

В основном в составе петлевого

ФНЧ используют типовые RC�звенья:

RC�ФНЧ и пропорционально�интег�

рирующий фильтр (ПИФ), а также

пропорционально�дифференцирую�

щий фильтр (ПДФ). Их ЛАХ приведе�

ны в табл. 2. Особенность ПИФ заклю�

чается в том, что, во�первых, его мгно�

венное выходное напряжение на

высоких частотах (ω > Ωиз2) пропорци�

онально мгновенному значению вход�

ного напряжения, а в области нижних

частот оно зависит от интеграла по�

следнего. Во�вторых, фазовый набег

ПИФ не превышает 90°, стремясь к ну�

лю вне рабочего интервала Ωиз1...Ωиз2.

Для корректировки АЧХ кольца

ИФАП, например, при использовании

дробного деления (fractional�N) или

при широкополосном синтезе, ис�

пользуют интегро�дифференцирую�

щие звенья [19, 20]. ЛАХ и ФЧХ типо�

вых звеньев приведены на рис. 13 – 14.

Знание основ теории ФАП, владение

основами метода частотного анализа

систем автоматического регулирова�

ния, наличие «банка данных» типовых

звеньев и параметров используемых

элементов позволяет анализировать

фильтрующие свойства кольца и про�

водить его оценочный расчёт с точки

зрения фильтрации помех, воздей�

ствующих на систему синтеза частот.
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Рис. 14. ЛАХ типовых звеньев САР 
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Дисплеи для iPhone будут
поставляться из Японии

Согласно неподтвержденным слухам,

предполагалось, что компании – разработ�

чики ЖК�панелей AU Optronics (AUO) и

Innolux Display могут вскоре получить зака�

зы от компании Apple на поставки панелей

для грядущего поколения смартфонов

iPhone. На днях представители этих компа�

ний опровергли все эти данные, отметив,

что Apple, скорее всего, изберёт несколько

японских компаний, в то время как один

тайваньский разработчик станет второсте�

пенным поставщиком панелей для iPhone.

Судя по имеющимся данным, аппараты

iPhone будут комплектоваться низкотемпе�

ратурными LTPS�дисплеями. Известно, что

в Тайване производством панелей такого

типа занимаются только две компании:

AUO и TPO Displays. Парадокс, но немного

ранее в этом месяце Хсинг Си Туан (Hsing

C Tuan), президент Innolux, заявил, что его

компания получила заказы от Apple на по�

ставки дисплеев для телефонов iPhone и

планируется отгрузить большую партию

панелей для внедрения их в современные

смартфоны. Однако дополнительных вес�

тей от Innolux пока не поступало.

digitimes.com

Брюс Дизен: состояние
рынка полупроводников
в апреле

По словам известного американского

аналитика Брюса Дизена (Bruce Diesen),

продажи полупроводников в апреле этого

года превысили $20,2 млрд., что немного

ниже показателей предыдущего месяца –

марта, когда полупроводниковой продук�

ции было отгружено на $20,34 млрд. (дан�

ные статистики World Semiconductor

Trade Statistics и United States Semicon�

ductor Industry Association). Дизен пред�

сказал падение апрельских продаж более

чем на 2,7% по сравнению с мартом, но в

то же время рост показателей на 10,9% в

межгодовом сопоставлении.

По словам Дизена, апрель ознамено�

вался началом очередной ценовой войны

между компаниями Intel и AMD, состояние

рынка памяти DRAM всё ещё оставляет

желать лучшего. Стабильными показате�

лями смог отличиться лишь рынок мобиль�

ных устройств, в частности телефонов, где

был зафиксирован 10�% рост по сравне�

нию с показателями прошлого года.

В 2007 г. ожидается 5�% рост поставок

полупроводников наряду с 7�% увеличе�

нием продаж кремниевых подложек.

eetimes.com

Запуск SED ТВ в очередной
раз откладывается

Японская корпорация Toshiba в очеред�

ной раз объявила о переносе начала про�

даж давно ожидаемых телевизионных

приёмников с панелью, выполненной по

технологии SED, которые планировалось

доставить к прилавкам магазинов в

четвёртом квартале 2007 г.

Напомним, что формированием изоб�

ражения в SED (surface�conduction elec�

tron�emitter display – дисплей с электрон�

ным эмиттером и проводящей поверхно�

стью) занята матрица электронных излу�

чателей, по одной электронной пушке на

каждый пиксель, бомбардирующая час�

тицы люминофора на экране. Новая тех�

нология, разработанная Toshiba совмест�

но с другой японской компанией – Canon,

позволяет производить сверхтонкие ЖК�

панели (до 10 мм) повышенной яркости и

большого размера по диагонали. Предпо�

лагалось, что они составят конкуренцию

плазменным панелям в секторе крупно�

панельных ТВ, однако запуск их массово�

го производства постоянно переносится.

Как указывается в коротком пресс�ре�

лизе компании Toshiba, основной причи�

ной очередной задержки является неспо�

собность компании Canon начать отгруз�

ку SED�панелей к обговоренному ранее

сроку. Новая, даже ориентировочная, да�

та появления SED�телевизоров на при�

лавках магазинов не сообщается.

toshiba.co.jp

Hitachi и Matsushita
объявили о сотрудничестве

Представители гигантов ИТ�мира, ком�

паний Hitachi и Matsushita Electric Indus�

trial, выступили перед общественностью с

заявлением о расширении сотрудничест�

ва между компаниями в сфере разработ�

ки и внедрения плазменных ТВ.

Согласно договору, отныне Matsushita

(известная миру благодаря бренду Pana�

sonic) начнёт поставлять Hitachi 103�дюй�

мовые плазменные панели, в то время

как Hitachi обеспечит Matsushita 85�дюй�

мовыми плазменными панелями. Предва�

рительно начало сотрудничества состоит�

ся в конце 2007 финансового года.

Как известно, это не первое соглаше�

ние между компаниями по сотрудничест�

ву. К примеру, в 2005 г. разработчики за�

ключили ряд договоров по обмену техно�

логиями и кооперации в сфере разработ�

ки плазменных панелей, маркетинге и ин�

теллектуальной собственности.

Как видим, ввиду жёсткой конкурент�

ной борьбы и наличия изготовителей, го�

товых предоставлять потребителю яркие

альтернативные продукты, разработчи�

кам приходится идти на сближение, осо�

бенно на рынке плазменных ТВ.

dailytech.com 

LG.Philips LCD займётся
выпуском ЖК%панелей
восьмого поколения

Несмотря на сделанные ранее в этом

году официальными представителями

LG.Philips LCD заявления об отказе инве�

стировать в развитие производства жид�

кокристаллических панелей восьмого по�

коления (8G), согласно появившейся на

днях информации, планы компании могут

уже в ближайшем времени измениться.

Напомним, что в январе 2007 г. Рон Ви�

рахадиракса (Ron Wirahadiraksa), прези�

дент и финансовый директор LG.Philips

LCD, заявил, что несмотря на наличие

свободных мощностей для начала произ�

водства панелей восьмого поколения,

компания не намерена затратить ни дол�

лара на развитие указанного производст�

ва в связи с его высокой убыточностью.

Однако, согласно полученным неофици�

альным данным, новая фабрика LG.Phi�

lips LCD по производству ЖК�панелей

восьмого поколения должна вступить в

строй не позднее конца 2008 г.

Изменение планов LG.Philips LCD, по�

видимому, связано с активизацией дея�

тельности её основных конкурентов по

вводу в строй производственных мощно�

стей для выпуска ЖК�панелей следующих

поколений. Так, один из крупнейших уча�

стников рынка тайваньская AU Optronics

(AUO), несмотря на отказ инвестировать в

производство панелей восьмого поколе�

ния, недавно объявила, что имеет планы

на выпуск следующих поколений жидкок�

ристаллических матриц, не сообщив, к со�

жалению, при этом никаких деталей.

Ещё один серьезный участник рынка,

Chi Mei Optoelectronics (CMO), также за�

вил о своих планах по миграции произ�

водства на субстраты восьмого поколе�

ния на строящейся фабрике, однако ещё

не определилась с объёмами производст�

ва. Совместное предприятие Samsung и

Sony – S�LCD – начнёт массовое произ�

водство панелей последнего поколения

уже текущим летом, а японская корпора�

ция Sharp не только уже производит ука�

занные панели, но и намерена расширить

выпуск стеклянных подложек до 90 тыс.

шт. в месяц.

digitimes.com


